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±o**?g 1 < i 1 ' O0rjggi3r*««)o £ 

sit, *o#ui»)*?>*»c«>ttnsiifcm^fi<)«a 
bu frsem«fl«i«tt4 ( 4- #s«tfcKtt*5$fta 

g#?g 1 t*#JSiOfc*»Bf«fl|0ri:iJv»Tm5R:WJ:*a 

[f&#« 2 ] *ff?S 1 <np% < fc t M-fil • 0«Bt*«T 
£ * o § 1" * C 1 1; J; •) * f> rt> C *gr5E»oi:MWS«t 
4,4' tiDlU &^Ui&tnXSftfcgE^lftg& 
4, 4' tSU«5*#»10t 
8c 4, 4' |Ci «)*AW««*^JftL» ^o, tpfSl&m 

mi^5^min^mm4, 4' im»i«is^«i: 

*6#t-Srt <*t>^C*ft]IL7tm^W«S4. 4' 

i mm®m#-5 **lt»io»# 

4 ' Z£ftffi 1 tCjDI-r* U 7 it Y V v X h 2 #~ 

Bcgft-jg i ±.\znm $ it, ^7 * n- ->7 mss 2 k # 

atuaWLftSJBttOEUSS, 3' *JB8U MHSP 
3, 3' U^KS»*o#«rifeLririe«^6«J«SU4, 
4' ilffli?*, «v»T»97* M^vX h 2 

sit^tatn, B*a2ge«(o#)B7' 1 ; > msik 

%®&WL4, 4' *^^twHTEI3»3, 3' £S<6, ^ 
S^WSSE4, 4' 0±mti t ^mM&, 6' iiot7 
* hV->*Xh2±Mt¥ii*jiM12S:^t-Srt< > 
«SCfiW*«t4, 4' *^El!38|53, 3' Kfc-a § 

5 ] *BB*#?3 1 tc^><b C*tpi Lfc*E* 
&««&4, 4' jJ*5fc£K1}EMSS3, 3' ft 

«LT¥R*fcttRSMfc KH*opfi-e*s»« 
11, 11' Vis YWJX \ 2±Mi#¥£B12£ 

«*1-&rt<«rE*5CW««4 t 4' #<ttEI9tt3, 
3' fc*o#$fi*;:fc M*83Ett<0 

i £ l± * * t; r L fcX-C&S*** $ £ b $ 
WSkt-fh, at*S4ifcli5E*fc<0#JS7' , J > MUR 

7 ] d>& < t i mnmitis i < t 

HI* KWO*#«lOSr»»t**fc> *5>*tiMi3 



1 



ii&3f5e&<am&W8£E4, 4* 
C*tPISiifcl5(;tt««4, 4' i:tifci#lilt 
aiO*#«10t*«R**tt»«4, 4' JCi 

4, 4' m\-omi$ii:min&)\zmmtzzt<j ) bfr\: 

*SDXLfc*«tt»«4, 4' 1 [C, Mr 

E«**#5*^Lr»|O*#fii0«:««L, ijgftjg 
1 OfcfcE*, »«1-*»CRLril*ib*»i: 

*JDXS 4, 4' ^$tft*#5*Jt>l 

70 LTBE*#«1 t»#?g10tO»r5ett*K«StW«ai 

#?&KE$Stt&i&15, 15' C0¥ilffi6, 6' CS-f-S^ 
it* 7, 7' tJ ? JM$^ ^o, 5$tM«£i515, 15' CO 
¥fi»6, -6' uaa-f4«*»9*i-i>-> K7*5* h 

llW±O^^S8, 8' 

20 7, 7' i^Ji, m#ih^7, 7' 

[«*«9j *4wiocuiNicmtt»«nes5 4<jfi$ 
*e>*c*tnxsitfc**ifl5«a4, 4' 

*#?S 1 fc*tt$l0^E^*«8SmS5 

m^«iW«St4, 4' **«rE«ai^5«: 

5* t«*u *tivw<7»t> immmm%mzm®zti 
30 zztitrnttz. a*«7i^{4 8E«o#S7"; 

i o j ttE*#8us!&-?* « c 1 1 #a t -r 

Pf*a7^v>L9cou^-f^{-E«<0#)iy'; > h 
<o«#« 2 i IF 5 OSI^^SJi n - ;w«r-i*^W 

40 1 2 ] 1 O^* < t 1 ' 

S4, 4' itPXL, *t>*C*6jHlX$tlfcg[S^;«»« 
K4, 4' *«£fc*#m£Mo*fl«10fc4t*£ltt 
*f*4, 4' KJ:>>«»aMj!«*»flEU 

««#5**«(E«^««si4, 4- m^«3««*«^tw 
^mm t * - 1 < * *■ c **nx l * 4 , 

4' *«xrt:*#$8lK, WE«M«#5^^LTgiJ<0 
*#ISl0?raSt-&^)i7''; > FBRIMRoaUt^tti: 
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3 

[0 0 0 1] 

HXXf^n^m^^hmz^m-f^ > hHtt£4K«>« 
[0 0 0 2] yo 

[0 0 0 3] 20 
*>, ttg0.2 imJttTO^*^*-*-*^ t(±, 

HJU iSffiKo< 0 S^o-fk^^ffi*^9 fc> MiSt 
*) tsaiB^f? t ft •) , •> <o 

3X h£±»fTL£ U ^o^^^-zttc^^y^^ 

[0 0 0 4] iop^ffi^^-t^SSo^Ji. 0Ox. 
I±\ 1 9 9 2^6^ 1 5BmPOX^XgJ#ltmSl 8 40 
7 3/9 2 - 8 KK«$*i.TV>.& 0 Z<T>^m±. ^tSM 
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4 

{tor, gf<o< t^n*K&tf$>z> 0 

[ooo5] &&m<r>vkmit^ £.m&$>z>^(im#-Y&fr 

[0 0 0 6] iORHJi, UrFUAffcWfcit^.&.l:-? 

4 e 

[0 0 0 7] 

1' «Wfto^n, K)oll:±H5,*U* 
*nl$*ifcm*ttt»at4, 4' **;tfc»#:|8l t^f£ 
»10fc#«»5*L4»c|»L, Htf5S^W«^4, 4' 

5 *JtiiL-C*#«l tm>ft&Wt<nffll,z 
U 3Mttgl t*#?&10t*^f^®^f 

[0008] ^wizzzgrmy) > hmi&mm. 

ona^ifett, *^?S 1 o^ft < t fcKMBI l ' co#^H 

St4, 4' 5r*DXL, *<b^C**DX$tt/cei;^;^ 
«4, 4' ^filx.^«#?Sl tSlJ^«#:?Sl0t^m^W 
«M4, 4' K£9«*Ctt*K*XMfcU 

a«t#5* s frfs«^&«)^4, 4' Momii^ 
rt < *t>^CJ6iraxL7t^a<j«a4, 

«#?si o t z> z t & mm. t -r « t, <r> ■? * 4 0 

[0 0 0 9] *e>^c«6*px$tv^^ies»w^4, 
4* *^?S1 icjfmx-rsic^trii, 7*hu->*xh 
2 a*R$#?3 1 ±tc«^ S 1U t7 0 1/vXHJg2 

6IS 3, 3' K£«W6o§SrifcLTli&ieS^ftg;& 
4, 4' «r#fttt$-£, SEv»T^g7* M^->-^ h 2 if& 
Z-tZXliZl-Zx, 

[ooio] * fc, «rfB^#?S 1 1;* o c«>iox t 

Uiem^»S^4, 4' tf«5££K«rfBG!]SB3, 3* 4rfi 
Mm^«^4, 4* 0±M*«Ffflli6, 6' tft 
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[oon] ?t.c, »E*#»n-* | 5>j»»u*liniL 
fci»iB*»w«*4, 4' #&k\zimmu3, 3* * 
a*, niES&Wigai4-e<7>±ffia*7 * h i/W h 2± 

fflMl2*Bfi£1-*ri: <ffifEm^WftSE4, 4' 75 f mffS 
WU3, 3' tr*o#?H^> i^tct'So 

[0012] •?■ L.T, mm&% 1 i5 4 Zjr*fflg10U 
14, fc¥va i 7t (4* -V V T?g **« L tz±?mmtf% S 

[0013] i fc, ^4 < t i> 1 lcO«#:?S 1 <0^-^ < 

ttM-ffli' u?uo*frjgio«r«s-r*fti:, *p>*»i; 
**s*t*»f5efto««w««4, 4' jj**oisn, 

**>*»t*ftlXSitfc«ftW«a4. 4" 
«1 fcBUO*#«10t 4, 4' tciom 
*l«««*iB*U *|g|«ai!£#5 amtSMM6 

«SE4, 4' jatt<0***«*«K<^+*rfc<*& 
*»CftttlXLfc«$t««a4, 4* 

fMl fcSWHSl Ot^Et, flW-f *»:RLrii* 
^C#SDX$ft*:3&M«a4, 4' «®a«ft:5 

«ai5, 15' iMfc-f ZiolZtZo 

[0014] mftsiv^.mT%iV£ym.\-i*)& 

#»K«*l«««15, 15' 0¥fflK6, 6' Kit*** 

ih^7, t tm&zti. *o, mAnstti5. 15> <n 

¥fflM6, 6' KS«I-#-*«3i»S*t*>K , /5Xh 

1*«±©#JR&£8, 8' ^fb*MU?S/*>o#^# 

7, 7' liJRR^Xfto*. ifc«4, K#lh^7. 7* 

& 7*7 x f- y * i:i I) ffi* *i& 4 9 C-t-So 
[0 0 15] *#ft10K<i^mtt£SmS5 4<tt$ 

*t, *?»!*»c*mx?*ifc«»w«ai4. 4- 

»H«W«a4 ( 4' :WEgmt#5* 

5' *«jftu ztimv^mmmi^mz&mzti 
[ooi6] mib *E*#si«iHifc+4£i 
[0017] toHnntmsitixwo* %t>mz, 

* 2 J3 £ If 5 Offlf n - K 

JE*1"£n-;v • y- ■ n-;w^tc J: 9 ft£ft& J; 9 

[0 0 18] *»WCX*#W7*y>hH»«« 
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wgfrJSli, 1 <o^& < t tfrU 1 ' 

4,4' SriOlU *<b*»tH)SPIS*LtSE**»»a 

4, 4* «riix.^##«i t8u«>*#?&iofc 
S4, 4' uii)*jKtt««*j&su »fm«a 
it#5*«mE**»««4, 4- imommn%.mz 
«w*rt<*6*c*iiniL*:«»flMeii4, 4- 

fclOK-flU' U^ffi1-**e>^Ci6J!)nX$*i^^M 
ft&4, 4' t*»f>4:4itt!|*«t-r4tO-C**. 
[0 0 19] 

mm] *%woi7^ *iRB^t*tftitsti 

Ci**T:§, SMC • 7- • n-^^ffeS 

2 o$#?s t «>wum*«««**rie t -r* i t u 

[0 0 2 0] 

[Ute^J] *f&^o l o<&jtti« t , $ <b c 2 oo» 

Hife0!li:ov^r<7)1i^OIg (a~h) imto H2 

^»1@^<DIS (a-h) ^r^to H3{i, UK H2<D 
^fetc^o T ^JA 3 it^m^»8aS:3 1 * av^TMST 

<0XS (a~d) £7jcfo 

[o o 2 1] 0 1 14, ^f&Mo^rffio^M^a*^ 
40 A^c««Br(it^i••afi^;gKL#-^>?f^*oc^s^53 ) 

3' t»*t4fc»OjSrife*»+. »«M|»llOfrI 
1* Ktt«S*Lfc7* h PvT. h 2^SO/^->tr 

$ v» 1 0 0 f, mPXFVEU 3, 3 * im& 

$it, io*u»» 4 -eai-*. «ffl**t 

a-e*-&„ LfrLZtfb. WW3, 3' (4, ^-fLfcR 
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ST-*otUv> 0 ZtibVlZMfrli. {HH&^tSWT 
[0 0 2 2] 0 1 Odli, Wt^X'fi1b)\Z>'&m*t>'o I'M 

4, 4' it. mmi-z ±otc^(;iHsc3 t 3* £in6 

*a®12Sr^-f <¥fi®6, 6' £*LTv> 

[0 0 2 3] 0 1 <0 e OiS:PgrT*?S@-7 * 
Sitfc^WS^4, 4" **^aiLfw, tr§aiL0S#: 

fit, £OidK*fc*£*t«ISitfcH#J3 

[0024] il<Of tgC, ±IEO^'j*t 1 *t>^i:<6 

*ox zixtzmwm i otf-ia i ' iz&mm 5 & t- o«sei» 

^ISttotS 2 <^jg#?|10£jE7i1-&*}££7F 

i-o saa#tfc(i»»jS5tt, 2 j*<ontrf5zg#:?t 1 1 

SP^T-UXtcJzoT, 2 #C<7>jg#:?g 1 J: tmiiJE* £ 

mis, 15' xmzii&mm^miK&mmsmi&ztiZo 
*mwm<o&%imMfti tutmmm 5 fmit-rz 
i*te»o«5s««tti5, is 1 agft&o«*ig 5 ' 

<nzt%tfh, 2Jf£Ltco, itz. ®.<d& 

It, ;^tt(011Oa-e t0lcof ~gcoijg£T'j£ 

^t@S:^i5iI$^ittt(^t>^v^ [ 4 o 

[0 0 2 5] 01 OeC0|SF&T*t>^i:*6iDI?tt^m 

tiu m^w«a*® 

[00 2 6] laiWhtCli, £co*?K^j£$;K.*:S$m 
#?Sl tlOOfflSijo^B^^iSiti-jif) KJR»)ijtv»fc»gr 
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Tfrfrft, m^kT^r 4 >\ty * |-7X?|:j;o tgf $ 
*t> *«wt^->20, 20' A'X7f-/^$Ji4;i(;J; 

[0 0 2 7] ilWa-g^gPIIIfc^t^ #fl5ft&g! 
Sf^?Sl, WltX*£Z>fztfm*i>(Di}*tfit>tL, to 

-r-^Aii, M§i-r6co7» f &Lv>coT\ & o t £ 

l^v^Mtat, 0 1 CO f OSttKiHt****: 

si, ioos»^, $i)i{;t«H. tfELfctt 

S£t*coiia!)«>&*ttfcl±, *S§^co:fr££I&i?j-f**:iO 
<Ott>>bmmX'ltb^<DX\ UK 0 2, 03l-(±^$tl 

[0 0 2 8] H2tC(±, 4HtiOTOft7*;lr*-«*<b* 
C#>1mj:$titz'Q.*6Mgmi> { tiibtitz, *5kW<om&$£ 

mh, m%.ft&mtnfti-z>&mftifzimfrfewt<7) 

oTv^t, ^#:?Sl tlOtcoPflco^^^USIv^f^ 

[0 0 2 9] HI l:na$*TRWt*fc, 02<r>a- 
c<r>fm\,z&^x, trim L^S#i i co^^< tfcjt 
Ml' C !WB|-C*H*»ua#iL»*/<^ 
3Btt*Lfcl3»3, 3' «xlf»«*nfc7* 

[0 0 3 0] 0 2 OdCD|g|5&K;fc</>-C, S«f*o#«LS 
Jf*L<lix ^^1335 3, 3' (Ci6o§$ 
*t*o 01 tw*-t*ifc«t»*4i;i%Ji, c^c,<oab 
^>^C*»DX$*t^^^^4, 4* ^03953, 3' 

^KJ:oTffM£*i.*n5l2£j8x.TS£aiU §5aiLrv^ 
S W J tz I4RSM* JiSPis «t ^Tffl^itgP £#1- * 
11, 11* iJ&f&LX^&Z £X-$>Z 0 46 o 

zmw izmx zti,zx^ xvm-rt z t & 
x-zzo wsy* hmm, 9 tft< 

fi=5ri?SB«r*1--i.i^11, 11' tf&lBLfc, *<b^i:*i) 
iDX?n.^H^e<)«iE4, 4' ^*1-*tr§aiLcO^C#: 
»l^#t>tL^ 0 
[0031] 02<Oe~h cOgpafT'Ji, ^^OJS 

itz\t, #®-ffc^co«»?S5S-fflv^Ct 
ICtoT, *<b*»i:i<)iDX$tL^^lcO^?Slco^-M 
1' H2co^t#^10* i «^$tv^ o Jpjgirp^tcJ: 
oT2«C<0^fgl tioii, JE*Sr»lt<b*t, 2vnzffi 




9 

e*. W£nm\$^htm<onz n Lott<b 
*u Sot, ^«^ f *^^i:*!)ipxstL/:«^wifa 

toe*, ^r B m^ ? m^^^^:^^2 
izti, co^ogi6-ig8 fcBl9-igi oorat* 

»4H&ltf)igS«r«tittfft?>4v* 0 fLT, CO J: -5 

>20, 20' ^fM^tt^o 
[0 0 3 2] H3I±, *«W*CiJlt**ffiOS^tCt-9 
10(7)ffHipjr**ot, «*M»8c15, 15' tCfctL 

rgisiB^Tifcsfta&sxs (a-a) izti^nm 

t&bfrc&mi:ztitzw.%.mmm4, 4' t<omiz& 
*»j»«»3&«««Lr*#:jsi, ionu«aw««PPA 

[0 0 3 3] dOgWO^^tC, HlOa-g^Haft 
ttTRWL/c@3 (ifcllHlOg) H^fi^:, * 

Wf&o ;o«B»li, B3<flbOR»K*v> 

h*«#flc«l f lOUC^Sfu *#/^->20, 20' tf* 
0K B2 0hO|£|©<hIsI«) , £ <b 
fc, g#:/^->20, 20' ZmmLXW,%&&m5, 15' 
0¥?>ft«*6, 6* iCJti-**^?, 7' sB^JSft 

*K *$CttSMKl5, 15' Oi£#6, 6' 

[0034] H3 0co«B*ciiv^r. fb^Wtcisi 

^m^W8i!l5, 15' 0««e»**«8t*S*L-50-C* 
-2) o 

[0 0 3 5] &O0 3OdOfi|«fc35V*TWU flxtf. 
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7' UffL^-e#U*JBLTt<t^ 0 

[0036] m3<oa- d^xm^m^M-rztizx 
o> 3S> 4«tv^ £7i,zgrmfc®i&iMi&-rz>z t 

?S#O*#&l0£ffio£*&o J: o iz^ El 3 CO d O&pg 
[0 0 3 7] *^##«oBic*«65««*JBjai-^* 

K»jf-f*,r t\z± wao-r^roftixxsii, - 

20 *^li«^OBKa^^*tf»t»as+J6it^i-&|!6 
[0 0 3 8] 

[0039] ttz, *§km\zx&&m7v>vmttt3eiR 
30 &faz&mmx*kmir2>zt&v&, zbiz^ u-)v- 

2 omw m torn izm^wmm iumt-r&zbKXo 

[0 0 4 0] £*>K, *»WUJ:*#Jl^y > 
[0Moj»*jfc3iW] 

[iai] *§&woijm\z&i l fzf£iom*(fy%nMfflK 

S^SIi^v^rasi-^. *^?^>(:H loot 
50 Jg*J(li«tcijJt*«^oxs**-rBfHH-C**o 
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i, 10— m&i&* i* — m&mnftm, 2—7*1- 

UvXK 3, 3' — 0981k 4, 4 ' — m^tfjg 
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0U 5, 5' 6, 6' -I, 7, 7' 

— &lt7t, 8, 8' — &m®M, 11, 11* — #|fk 

12-®, is, is- — mnw&mo 
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i^mmm i ] 
[»jEitft»a*] ^«b* 

[Itl****!*] 0 0 16 

[0 0 16] ftij, MEa|#?Sii«!?Sti-*c:t3j»»* 
[^smiE 2 ] 

t»jEW*«l*] 0 0 3 1 

[0 0 3 11 I2«e-h OSF&T'li, #f&JPlc02r j£ 

i' k, ^2co^jti oamMsti*. umfu^it 



KEE*S*i4j&«, JnaWiffirc**. *ftft&K*LT 

«5*££tttt\ «ffcLfc«*»5' 0»9fttfBTe 
ft* .1 i £ < , jg^Jgl t 1 0 fcOHU^)P1t<0iS5v^m 
*t«J«8tl 5, 15' ¥R> tfcli, RSI 

#±»#J:tf¥fflfrS»0**l 1, 11' 

«*fc4*2HO«o*^-0KomA»»ttl 5, 1 
5' iMt£i-2> 0 CO^ftli, 2« 

* ? t*^^>o CO^fecQ [12C0a-e fcH 

2 O f - g <PJMKr;ft»& B»» » g » ft ItfLMTfr h tt 

i.zx*)M<om^, tor, i#/^->2 0, 20' # 
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© Durchplattierungen in mehrschichtigen Leiterfo- 
lien werden durch Herstellen von vorbereiteten 
Durchplattierungen auf den spater zu verarbeitenden 
Leiterfolien (1) vorbereitet, hierzu werden diese Lei- 
terfolien (1) mit Photoresist (2) auflaminiert, derart, 
dass in einem photochemischen Verfahren ein frei 
wahlbares Muster von Ausnehmungen (3,3*) in dem 
Photoresist belichtet und ausentwickelt wird, dass in 
einem galvanischen Plattierungsprozess Metall (4,4') 
in diese Ausnehmungen (3,3') aufplattiert wird und 
dass der Photoresist (2) anschliessend entfernt wird, 
dass mindestens zwei Leiterfolien (1,10) gepresst, 
derart dass die Leiterfolien (1,10) durch mindestens 
eine intermediate Klebefolie (5) als Klebemittel ge- 
trennt sind und dass jede Klebefolie (5) auf minde- 
stens einer Leiterfolie (10) auflaminiert ist, jede die- 
ser intermediaren Klebefolien (5) liegt an mindestens 
eine mit vorbereiteten Durchplattierungen (4,4') gear- 
beitet Leiterfolie (1) an, derart, dass beim Pressen 
mindestens zweier Leiterfolien (1,10) die auf minde- 
stens einer der Leiterfolien (1,10) vorbereiteten 
Durchplattierungen (4,4 f ) jeweils die intermediate 
Klebefolie (5) durchdringen und Durchplattierungen 
(15,15') zwischen diesen Leiterfolien (1,10) gebildet 
werden. 
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Die Erfindung bezieht sich auf die Herstellung 
von Leiterfolien und betrifft ein Verfahren zum Her- 
stellen von Durchplattierungen zwischen zwei- Oder 
mehrschichtigen Leiterfolien. 

In herkommlichen Methoden der Leiterplatten- 
technik werden Platinenlocher, welche primar zum 
elektrischen Verbinden verschiedener Leiterlagen 
verwendet werden, durch mechanisches Bohren er- 
zeugt. Hierzu werden mehrschichtige Leiterplatten, 
bestehend aus mehreren Lagen von Me- 
tall/Nichtmetallschichten benutzt. Die Bohrlocher 
werden dann mit elektrisch leitenden Materialien 
bspw. ausgefullt, wodurch die Durchkontaktierun- 
gen gebildet werden. Mittels Strukturierung (Lay- 
out) der Leiterfolien, beispielsweise durch gezieltes 
Entfernen einzelner Oberflachenbereiche der aus- 
seren Metallschichten dieser Leiterfolien, erhalt 
man die fertige Schaltung. Ein Nachteil dieser Me- 
thode ist die durch das mechanische Bohren er- 
zwungene Grosse der Bohrdurchmesser von bspw. 
0,2mm. Derart grosse Bohrlocher nehmen fur viele 
Anwendungen rein flachenmassig zuviel Platz ein, 
sie verunmoglichen eine optimale, dichteste Leiter- 
belegung. Das mechanische Bohren von Durchkon- 
taktierungen stellt eine technologische Grenze in 
der Leiterplattentechnik dar, da damit nur Bohr- 
durchmesser grosser als 0,2mm technisch und 
okonomisch sinnvoll hergestellt werden konnen. 

Eine nichtmechanische Methode zum Herstel- 
len kleinerer Bohrlocher besteht im galvanischen 
Durchplattieren ganzer vorgebohrter Leiterplatten, 
was aber bekanntermassen ein teurer und mit rela- 
tiv grossem Ausschuss belasteter Prozess ist. So- 
bald Nasschemie zum Einsatz kommt, mussen urn- 
fangreiche Anlagen fOr Fabrikation und Entsorgung 
vorgesehen werden, was hohe Investitionskosten 
verursacht. Ausschusse bei der Produktion verteu- 
ern das Produkt und eventuelle Kontaktausfalle im 
Bereich der verwendeten Plattierungshulse verursa- 
chen betrachtliche Folgekosten. Dies ist Grund ge- 
nug, nach neuen Verfahren zu suchen. 

Ein neuartiges Verfahren, das diese Probleme 
lost, ist bspw. in der Schweizer Patentanmeldung 
Nr: 01873/92-8 vom 15. Juni 1992 beschrieben. 
Darin wird ein nichtmechanisches und nicht(nass)- 
galvanisches Verfahren zur simultanen Herstellung 
einer Vielzahl von betriebssicheren Durchplattierun- 
gen mehrlagiger Leiterfolien in verhaltnismassig 
wenigen Arbeitsschritten beschrieben. Dieses Ver- 
fahren hat ausserdem den Vorteil, dass etablierte 
und damit bewahrte Verarbeitungsschritte verwen- 
det werden konnen, was die Herstellungssicherheit 
wesentlich verbessert. Es benotigt eine photoche- 
mische Strukturierung der Oberflache und bedingt 
den Einsatz einer Plasma-Atz-Anlage. Das Durchat- 
zen der Leiterfolie ist, trotz der wesentlichen Vortei- 
le, die diese Technik bietet, in letzter Konsequenz 
jedoch der geschwindigkeitsbestimmende Schritt 



der Herstellung. Dieses Verfahren hat somit den 
Nachteil, zeitaufwendiger als notig und damit letzt- 
lich auch teurer zu sein. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf- 

5 gabe zugrunde, ein Verfahren aufzuzeigen, um 
elektrische Verbindungen zwischen verschiedenen 
Leiterlagen von Metallfolien noch einfacher und ko- 
stengunstiger herzustellen. Diese Aufgabe wird 
durch eine spezielle Vorbereitung von Leiterfolien 

w fur die elektrisch leitende Schicht gelost, derart, 
dass auf diese Leiterfolien in einem vorbereitenden 
Schritt Durchplattierungen aufgebracht werden, 
welche beim Laminieren der Metallfolien mit Nicht- 
metallfolien wie bspw. Haft- oder Klebefolien auf 

75 eine gegenuberliegende Leiterfolie Oder Gegen- 
Metallfolie eine schnelle und sichere Herstellung 
mehrlagiger elektronischer Leiterfolien mit Durch- 
plattierungen auch von Rolle zu Rolle ermoglicht. 
Die vorgearbeiteten Durchplattierungen auf der ei- 

20 nen Leiterfolie drucken sich hierbei durch eine an- 
grenzende Haftschicht einer Nichtmetallfolie und 
stellen so eine Verbindung zur nachsten, beachbar- 
ten Leiterfolie oder Gegen-Metallfolie her. Hier- 
durch wird einerseits das teure galvanische Durch- 

25 plattieren und andererseits das zeitlich aufwendige- 
re Durchatzen von Leiterfolien umgangen. 

Nachfolgend wird eine Ausfuhrungsform der 
Erfindung mit zwei weiteren Varianten anhand der 
nachfolgend aufgefuhrten Figuren im Detail eror- 

30 tert. 

Fig.1 zeigt die einzelnen Schritte (1a-1h) des 
erfindungsgemassen Verfahrens in ei- 
ner ersten, grundlegenden Ausfuh- 
rungsform. 

35 Fig.2 zeigt die einzelnen Schritte (2a-2h) des 
erfindungsgemassen Verfahrens in ei- 
ner anderen Variante, bei der zum Her- 
stellen von Durchplattierungen Ausneh- 
mungen mit besonders geformten Be- 
40 grenzungen benutzt werden. 

Fig.3 zeigt die einzelnen Schritte (3a-3d) des 
erfindungsgemassen Verfahrens in ei- 
ner weiteren Variante, bei der eine 
Nachbehandlung der Durch plattierun- 
45 gen, hergestellt gemass den Figuren 1 

oder 2 erfolgt. 
In Figur 1 ist in schematischer Darstellung 
(Fig. 1a-1h) der Ablauf des erfindungsgemassen 
Verfahrens im Grundprinzip zu sehen. 
so Mit den Buchstaben a-c wird gezeigt, wie mit 

Hilfe eines an sich bekannten photochemischen 
Vorgehens in wenigen und wenig aufwendigen Ar- 
beitsgangen ein feines, nahezu beliebiges, frei 
wahlbares Muster von beliebig geformten Ausneh- 
55 mungen 3,3* zur Formung von vorgearbeiteten 
Durchplattierungen hergestellt wird. Eine auf einer 
Seite V einer blanken Leiterfolie 1 aufgebrachte 
Schicht Photoresist 2 wird gemass dem gewOnsch- 
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ten Muster belichtet und anschliessend ausentwik- 
kelt. Nach Entfernen des umgesetzten Photoresists 
entstehen die Ausnehmungen 3,3* bspw. kreisrun- 
de Fenster, mit sehr geringem Durchmesser unter- 
halb 100um, welche bis zum Metal! der Leiterfolie 
1 hinab reichen. Als Metall wird vornehmlich Kupfer 
verwendet, bspw. Kupferfolien, wie sie zum Ka- 
schieren von Leiterplatten verwendet werden. Die 
Ausnehmungen (3,3') mussen jedoch nicht kreisfor- 
mig sein, es konnen auch rechteckige Sacklocher 
oder frei strukturierte Nuten sein, welche geradlinig 
Oder gerippt oder geschwungen ausgeformt sind. 
Vorteilhafterweise wird mit diesen Vertiefungen das 
Muster der Durchplattierungen des Leiterplatten- 
Layouts erzeugt. 

Figur 1d zeigt, wie anschliessend in einem 
galvanischen Plattierungsprozess Metall beispiels- 
weise Kupfer, zonenweise in die Ausnehmungen 
3,3' aufplattiert wird. Bevorzugterweise fullen diese 
vorbereiteten Durchplattierungen 4,4' die Ausneh- 
mungen 3,3\ wie abgebildet, vollstandig aus, bei 
der gezeigten Variante weisen sie flache Begren- 
zungen 6,6' auf, derart, dass eine ebene Oberfla- 
che der heterogenen Photoresist/Plattierung-Grenz- 
flachen 12 entsteht. Dieser Arbeitsvorgang lasst 
sich durch geeignete Wahl der Plattierungsparame- 
ter kontrollieren. NatOrlich konnen auch mehrere 
Schichten verschiedener Metalle nacheinander auf- 
plattiert werden. 

Im Schritt gemass Figur 1e wird das restliche 
Photoresist 2 entfernt, sodass man eine blanke 
Leiterfolie 1 erhalt, welche nunmehr auf minde- 
stens einer Seite V die vorbereiteten Durchplattie- 
rungen 4,4* als Erhohungen aufweist. Diese aufplat- 
tierten Erhohungen sind die spateren Durchplattie- 
rungen in einer mehrlagigen Leiterfolie. Diese der- 
art vorbereitete Leiterfolie 1 ist somit das Aus- 
gangsmittel des erfindungsgemassen Verfahrens 
zur Herstellung von mehrschichtigen Leiterfolien. 

In den Figuren 1f und 1g wird gezeigt, wie 
unter Verwendung einer Schicht Verbindungsmittel, 
bspw. einer Klebefolie 5 eine zweite Leiterfolie 10 
auf Seite 1\ der wie oben beschrieben, vorbereite- 
ten Leiterfolie 1 aufgepresst wird. Das Verbin- 
dungsmittel Oder die Klebefolie 5 Hegt intermediar 
zwischen diesen beiden Leiterfolien 1 und 10 und 
kann aus handelsGblichen Klebemitteln, wie Ep- 
oxide Acryh Polyimidharzen bestehen, welche je- 
doch nicht vollstMndig ausgehartet sind. In einer 
Heizpresse werden die beiden Leiterfolien 1 und 10 
unter Druck und gegebenfalls unter erhohter Tem- 
peratur zusammengepresst. Dieser Vorgang wird 
durch die dunklen Pfeile dargestellt. Erfindungsge- 
mass durchdringen hierbei die vorbereiteten Durch- 
plattierungen 4,4* die intermedial Klebefolie 5 und 
stellen die gewOnschten elektrischen Verbindungen 
als Durchplattierungen 15,15* zwischen den Leiter- 
folien 1 und 10 sicher. Diese Durchplattierungen 



15,15' werden beim Ausharten der Schicht Verbin- 
dungsmittel oder Klebefolie 5 in die ausgehartete 
Klebefolie 5* stabilisiert und bilden somit Durchplat- 
tierungen 15,15* einer, in diesem Fall zweilagigen 

5 elektronischen Folienschaltung. Naturlich konnen 
mit diesem Verfahren auch Folienschaltungen mit 
mehr als zwei Lagen und auch aus verschiedenen 
Metallen hergesteilt werden. Hierzu mussen die 
Schritte gemass den Figuren 1a-1e und 1f-1g des 

70 Verfahrens dementsprechend oft wiederholt wer- 
den. 

Es ist auch moglich, nicht nur eine der zu 
verklebenden Leiterfolien, sondern beide der zu 
verklebenden Leiterfolien, ein- oder beidseitig, mit 

75 vorgearbeiteten Durchplattierungen zu versehen, 
welche gemass den Arbeitschritten nach Figur 1e 
aufgebracht werden. Hieraufhin kann auf eine oder 
auch auf beide dieser so vorbereiteten Leiterfolien 
eine Klebefolie auflaminiert werden, sodass die vor- 

20 bereiteten Durchplattierungen der Leiterfolien die 
intermediaren Klebefolien beim Pressen der Leiter- 
folien durchdringen und Durchplattierungen bilden. 

Figur 1h zeigt die abschliessende Strukturie- 
rung der so gebildeten Kupferschichten. Durch das 

25 gezielte Entfernen einzelner Oberflachenbereiche 
der Leiterfolien 1 und 10 wird die Schaltung ge- 
mass dem Layout der Leiterstruktur strukturiert. 
Dies geschieht mit an sich bekannten photochemi- 
schen Verfahren, wobei der Schaltungsentwurf mit- 

30 tels einer Photomaske Obertragen wird und die 
Leitermuster 20,20* herausgeatzt werden. 

Aus technischen Grunden werden bei diesen 
Schritten gemass den Figuren 1a-1g moglichst 
dUnne Leiterfolien 1,10 verwendet, derart, dass bei- 

35 spielsweise Unteratzungen minimal gehalten wer- 
den. Solch dGnne Leiterfolien sind in der Regel 
schwierig zu verarbeiten, sodass sie oft mit einer 
mechanisch stabileren, dickeren, sogenannten 
Transfer- oder Tragerfolie kaschiert werden. Diese 

40 Kaschierung ist reversibel und zerstorungsfrei eli- 
minierbar. Sie beeinflusst das Herstellen der 
Durchplattierungen nicht und kann schon nach dem 
Aufbringen der photosensitiven Schicht im Schritt 
gemass Figur 1b oder erst nach dem Pressen der 

45 Leiterfolien 1,10 im Schritt gemSss Figur 1f abge- 
lost werden. Eine Hilfsmassnahme, wie die eben 
diskutierte Kaschierung ist fOr die Beschreibung 
des erfindungsgemassen Verfahrens nicht von zen- 
traler Bedeutung und ist daher in den Figurenfol- 

50 gen 1 ,2 und 3 nicht dargestellt. 

In Figur 2 sind die einzelnen Schritte (Fig. 2a- 
h) des erfindungsgemassen Verfahrens in einer 
variierten AusfOhrungsform gezeigt, bei der vorbe- 
reitete Durchplattierungen mit besonders geformten 

55 Begrenzungen benutzt werden. Diese variierte Aus- 
fOhrungsform ist zweckmSssig, urn zu verhindern, 
dass KleberUckstMnde (von der intermediaren Kle- 
beschicht) zwischen den Durchplattierungen und 
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der aufgesetzten Leiterfolie oder Gegen-Metallfolie 
10 verbleiben und dadurch den elektrischen Kon- 
takt zwischen den Leiterfolien 1 und 10 negativ 
beeinflussen. 

In den Schritten gemass den Figuren 2a-2c 
wird, analog zur Beschreibung von Figur 1, ein 
feines, beliebig wahlbares Muster von speziell ge- 
formten Ausnehmungen 3,3' auf mindestens einer 
Seite 1 T einer blanken Leiterfolie 1 mit bspw. einer 
auflamierten Schicht Photoresist 2 gebildet. 

Im Schritt gemass Figur 2d wird in einem 
galvanischen Plattierungsprozess Metall wiederum 
bevorzugt Kupfer, in die Ausnehmungen 3,3' auf- 
plattiert. Im Unterschied zur ersten AusfOhrungs- 
form in Figur 1 fullen diese vorbereiteten Durch- 
plattierungen 4,4' die Ausnehmungen 3,3' diesmal 
nicht nur aus, sondern steht auf dem auflamierten 
Photoresist 2 uber und bildet uber die von Photore- 
sist und den vorbereiteten Durchplattierungen ge- 
bildeten Grenzflachen 12 hinausragend, halbrund- 
formige oder flachrundformige Begrenzungen 
11,11" aus. Dieser Arbeitsvorgang lasst sich durch 
geeignete Wahl der Plattierungsparameter kontrol- 
lieren. Naturlich konnen auch hier mehrere Schich- 
ten, auch verschiedener Metalle, aufplattiert wer- 
den. Das restliche Photoresist wird dann vollstan- 
dig entfernt, sodass eine blanke Leiterfolie 1 ent- 
steht, welche die vorbereiteten Durchplattierungen 
4,4' mit den halbrundformigen oder flachrundformi- 
gen° Begrenzungen 11,11' als Erhohungen aufweist. 

In den Schritten gemass den Figuren 2e-2h 
wird das erfindungsgemasse Verfahren, analog zur 
Beschreibung der Figur 1, beendet. Eine zweite 
Leiterfolie 10 wird unter Verwendung einer speziel- 
len Schicht Verbindungsmittel oder Klebefolie 5 mit 
nicht vollstandig ausgehartetem Kleber auf die Sei- 
te 1* der ersten vorbereitete Leiterfolie 1 auflami- 
niert In einer Heizpresse werden die beiden Leiter- 
folien 1 und 10 unter Druck und gegebenfalls unter 
erhohter Temperatur zusammengepresst. Durch 
die spezielle Formgebung wird die Klebermasse 
besser verdrangt, als dies bei ebenen Flachen der 
Fall ware, und so durchdringen die von den metalli- 
schen vorbereiteten Durchplattierungen 4,4' gebil- 
deten Erhohungen die intermediate Klebefolie 5 
leichter und stellen sichere elektrische Verbindun- 
gen 15,15' zwischen den Leiterfolien 1 und 10 her, 
welche ansonsten durch die ausgehartete Klebefo- 
lie 5' getrennt sind. Diese Verbindungen sind auf- 
grund der halbrundformigen oder flachrundformi- 
gen Begrenzungen 11,11' besonders sicher und 
werden durch die ausgehartete Klebefolie 5' stabili- 
siert und bilden somit Durchplattierungen 15,15' 
einer, in diesem Fall zweilagigen elektronischen 
Folienschaltung, wahrend die dazwischenliegenden 
Zonen elektrisch isoliert bleiben. NatOrlich konnen 
mit diesem Verfahren auch Folienschaltungen mit 
mehr als zwei Lagen und auch aus verschiedenen 



Metallen hergestellt werden. Hierzu mussen die 
Schritte gemass den Figuren 2a-e und 2f-g des 
Verfahrens dementsprechend oft wiederholt wer- 
den. Abschliessend erfolgt die Strukturierung der 

5 so gebildeten Kupferschichten durch das gezielte 
Entfernen einzelner Oberflachenbereiche der Lei- 
terfolien 1,10, sodass die Leitermuster 20,20* her- 
ausgeatzt werden. 

In Figur 3 sind die einzelnen Schritte (Fig. 3a- 

w d) des erfindungsgemassen Verfahrens in einer 
weiteren Variante gezeigt, bei der eine Nachbe- 
handlung der Durchplattierungen 15,15' erfolgt. 
Diese zusatzliche Massnahme ist zweckmassig, 
urn wie bei der Ausfuhrungsform gemass Figur 2 

75 zu verhindern, dass beim Verbinden oder Zusam- 
menkleben der Leiterfolien 1,10 Kleberuckstande 
zwischen den vorbereiteten Durchplattierungen 4,4* 
und der aufgepressten gegenGberliegenden Leiter- 
folie 10 verbleiben und dadurch das Durchplattie- 

20 ren der Leiterfolien 1,10 erschwert oder mindert, 
mit dem Resultat einer schlechten elektrischen 
Verbindung. 

Hierzu wird von einer, gemass des in den 
Schritten gemass den Figuren 1a-1g beschriebe- 

25 nen Vorgehens, einer hier zweilagigen elektroni- 
schen Folienschaltung ausgegangen. Eine solche 
Folienschaltung mit vorgearbeiteten Durchplattie- 
rungen (gemass Figur 1g) ist in Figur 3a abgebil- 
det. 

30 Diese Folienschaltung wird nun im Schritt ge- 

mass Fig. 3b derart behandelt, dass in einem pho- 
tochemischen Verfahren der Schaltungsentwurf 
(Layout) mittels einer Photomaske auf die Leiterfo- 
lien 1 und 10 ubertragen wird und die Leitermuster 

35 20,20' herausgeatzt werden (analog zu den Schrit- 
ten gemass Buchstabe h der Figurenfolgen 1 und 
2), wobei zusatzlich uber den Durchplattierungen 
15,15' Sacklocher 7,7' geschaffen werden, welche 
Zugang zu den flachen Begrenzungen 6,6' der 

40 Durchplattierungen 15,15* ermoglichen. Durch 
Sandstrahlen oder gezieltes leichtes Plasma-Atzen 
konnen eventuell vorhandene Kleberuckstande von 
den Begrenzungen 6,6' der Durchplattierungen 
15,15' entfernt werden. 

45 Im Schritt gemass Figur 3c werden anschlies- 

send chemisch eine oder mehrere Metallschichten 
8,8* gezielt auf die Leiterfolie/Plattierung-Grenzfla- 
che aufgetragen. Die Metallfolie/Plattierungen- 
Grenzflachen 13 konnen hierbei vollstandig oder 

so teilweise bedeckt werden. Als Metall kann bei- 
spielsweise Nickel, Gold, Zinn etc. benutzt werden. 
Die vormaligen Sacklocher 7,7' konnen hierbei wei- 
terhin bestehen bleiben oder im Durchmesser ver- 
kleinert werden oder ganz verschlossen werden. 

55 Auf diese Weise kann an bestimmten Stellen oder 
generell in Form einer Zusatzbehandlung die elek- 
trische Leitfahigkeit der Durchplattierungen 15,15' 
verbessert werden. 
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Die abschliessende Behandlung der Leiterfolien 
in einem Schritt gemass Figur 3d erfolgt beispiels- 
weise durch Verzinnungen 9 der Oberflache, wobei 
mittels Heissluft-Verzinnens die Starkung und Sta- 
bilisierung der Durchplattierungen 15,15* der in die- 
sem Anwendungsbeispiel zweilagigen elektroni- 
schen Folienschaltung erfolgt. Andere mogliche Ar- 
beitsschritte, welche zum selben Ergebnis ftihren, 
konnen beispielsweise das EindrOcken leitfahiger 
Lotpasten oder leitfahigen Kunststoffs in die Sack- 
locher 7,7' sein, oder einfach das Aufschmelzen 
derselben. 

NatOrlich lassen sich durch Wiederholung der 
Schritte gemass den Figuren 3a-3d auch drei-, 
vier- und mehrlagige Folienschaltungen schaffen. 
Hierzu kann beispielsweise eine Folienschaltung 
nach Beendigung des Schritts gemass Figur 3d mit 
einer weiteren Klebefolie laminiert werden, sodass 
sie danach im Arbeitsschritt f von Figur 1 oder 2 
als Leiterfolie 10 wieder in das Verlahren integriert 
werden kann. Hierbei bestehen beliebig viele Varia- 
tionsmoglichkeiten, die der Fachmann, in Kenntnis 
der Erfindung, anwenden kann. 

Das erfindungsgemasse Verfahren zum Her- 
stellen von Durchkontaktierungen zwischen dunnen 
Leiterfolien lasst sich gut in einem kontinuierlichen 
Prozess einer Rolle-zu-Rolle Verarbeitung anwen- 
den. Die Metallfolien selbst, als auch die Nichtme- 
tallfolien wie die aufzulaminierenden Photoresistfo- 
lien oder die aufzulaminierenden Klebefolien, liegen 
in Rollenform vor und alle beschriebenen Arbeits- 
schritte lassen sich in Fliessbandweise durchfQh- 
ren. Dies ist ein bedeutender Fortschritt gegenuber 
der konventionellen Leiterplatten- oder Leiterfolien- 
technik; Totzeiten und Leerplatze, bedingt durch 
den Transfer einzelner Leiterplatten oder Leiterfo- 
lien, fallen bei der oben diskutierten Methode weg. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen von Leiterfolien fOr 
zwei- und mehrschichtige Leiterplatten, da- 
durch gekennzelchnet dass eine Leiterfolie 
(1) auf mindestens einer Seite (V) zonenweise 
aufplattiert wird, um eine gewOnschte Anzahl 
von vorgearbeiteten Durchplattierungen (4,4*) 
zu erzielen, wodurch eine andere Leiterfolie 
(10) mittels eines Verbindungsmittels (5) so auf 
die Leiterfolie (1) mit den vorgearbeiteten 
Durchplattierungen (4,4 f ) aufgebracht werden 
kann, dass die Leiterfolien Uber diese vorgear- 
beiteten Durchplattietungen (4,4') elektrisch 
verbunden sind und das Verbindungsmittel (5) 
die Zonen zwischen den vorgearbeiteten 
Durchplattierungen (4,4 f ) elektrisch isoliert. 

2. Verfahren zum Herstellen von Leiterfolien ge- 
mass Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet. 
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dass zum Herstellen der vorgearbeiteten 
Durchplattierungen (4,4*) auf Leiterfolien diese 
zu verarbeitenden Leiterfolien (1) mit Photore- 
sist (2) auflaminiert werden, derart, dass in 

5 einem photochemischen Verfahren ein frei 

wahlbares Muster von Ausnehmungen (3,3*) in 
der Schicht Photoresist (2) belichtet und aus- 
entwickelt wird, dass in einem galvanischen 
Plattierungsprozess Metall in diesen Vertiefun- 

10 gen zu vorbereiteten Durchplattierungen (4,4*) 

aufplattiert wird und dass der Restteil des Pho- 
toresists (2) anschliessend entfernt wird. 

3. Verfahren zum Herstellen von Leiterfolien ge- 
75 mass Anspruch 2, dadurch gekennzelchnet, 

dass die vorbereiteten Durchplattierungen 
(4,4') derart in die Ausnehmungen (3,3') der 
Leiterfolien (1) aufplattiert werden, dass die 
vorbereiteten Durchplattierungen (4,4*) die Aus- 

20 nehmungen (3,3') vollstandig ausfullen und 

dass die vorbereiteten Durchplattierungen 
(4,4 r ) flache Begrenzungen (6,6') besitzen, der- 
art, dass eine ebene Oberflache der heteroge- 
nen Photoresist/Plattierung-Grenzf lache (1 2) 

25 entsteht. 

4. Verfahren zum Herstellen von Leiterfolien ge- 
mass Anspruch 2, dadurch gekennzelchnet 
dass die vorbereiteten Durchplattierungen 

30 (4,4 f ) derart in die Ausnehmungen (3,3*) der 

Leiterfolien (1) aufplattiert werden, dass die 
vorbereiteten Durchplattierungen (4,4') die Aus- 
nehmungen (3,3') vollstandig ausfullen und 
dass die vorbereiteten Durchplattierungen 

35 (4,4 f ) Ober das Photoresist (2) uberstehen und 

halbrundformige oder flachrundformige Be- 
grenzungen (11,11') besitzen, derart, dass eine 
unebene Oberflache der heterogenen Photore- 
sist/Plattierung-Grenzf lache (12) entsteht. 

40 

5. Verfahren zum Herstellen von Leiterfolien nach 
einem der AnsprOche 3 oder 4, dadurch ge- 
kennzelchnet, dass die zu verarbeitenden 
Metallfolien (1,10) durch Transfer- oder Trager- 

45 folien kaschiert werden. 

6. Leiterfolie nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass sie aus einem elektrisch leiten- 
den Material besteht und Zonen mit vorgear- 

50 beiteten Durchplattierungen (4,4') aufweist, 

welche aus der Seite (V) der Leiterfolie (1) 
vorstehen. 

7. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten mit 
55 zwei oder mehr elektrisch leitenden, durchkon- 

taktierten Schichten unter Anwendung des Ver- 
fahrens gemass Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet dass mindestens eine Leiterfo- 
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lie (1) auf mindestens einer Seite (V) vor dem 
Verbinden mit einer anderen Leiterfolie (10) 
zonenweise aufplattiert wird, urn eine ge- 
wUnschte Anzahl von vorgearbeiteten Durch- 
plattierungen (4,4') zu erzielen, dass die ge- 
genuberliegende Leiterfolie (10) mittels eines 
Verbindungsmittels (5) so auf die Leiterfolie (1) 
mit den vorgearbeiteten Durchplattierungen 
(4,4') aufgebracht wird, dass die Leiterfolien 
Uber diese vorbereiteten Durchplattierungen 
(4,4') elektrisch verbunden und die Ubrigen Zo- 
nen durch das dazwischenliegende Verbin- 
dungsmittel (5) elektrisch isoliert sind wobei 
die vorbereiteten Durchplattierungen (4 f 4 f ) 
beim Zusammenpressen der Leiterfolien (1,10) 
das Verbindungsmittel (5) durchdringen und 
die Leiterfolien (1,10) an vorgesehenen Stellen 
die Durchplattierungen (15, 15') bilden 

8. Verfahren zum Herstellen von Leiterplatten ge- 
mass Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass in einem photochemischen Verfahren 
nachtraglich Sacklocher (7,7') in die Leiterfo- 
lien belichtet und ausentwickelt werden, derart 
dass Zugang zu den flachen Begrenzungen 
(6,6') der Durchplattierungen (15,15') geschaf- 
fen wird, dass durch Sandstrahlen Oder Plas- 
ma-Atzen vorhandene KleberOckstande von 
den Begrenzungen (6,6') der Durchplattierun- 
gen (15,15*) entfernt werden, dass chemisch 
eine oder mehrere Metal Ischichten (8,8') ge- 
zielt auf die Metal If olien/Plattierungen-Grenzfla- 
che (13) aufgetragen werden, und dass die 
nachtraglich geschaffenen Sacklocher (7,7') 
durch Heissluft-Verzinnungen (9) oder das Ein- 
drUcken leitfahiger Lotpasten oder leitfahigen 
Kunststoffs oder einfach durch Aufschmelzen 
dieser Sacklocher (7,7') ausgefUllt werden. 

9. Verfahren zum Herstellen von Leiterplatten 
nach einem der AnsprUche 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Leiterfolie (1) mit 
vorbereiteten Durchplattierungen (4,4') mittels 
einer elektrisch nichtleitenden Verbindungs- 
schicht (5) eine Gegen-Metallfolie (10) derart 
verbunden wird, dass diese Verbindungs- 
schicht (5) von den vorbereiteten Durchplattie- 
rungen (4,4') durchdrungen werden und mit 
der gegenUberliegenden Leiterfolie oder Ge- 
gen-Metallfolie (10) und mit den Durchplattie- 
rungen (15,15') der Leiterfolie (1) eine Verbin- 
dung bilden, wobei die dazwischenliegenden 
Zonen elektrisch isoliert bleiben. 

10. Verfahren zum Herstellen von Leiterplatten 
nach einem der AnsprUche 7 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Leiterfolien Metall- 
folien aus Kupfer verwendet werden. 



11. Verfahren zum Herstellen von Leiterplatten 
nach einem der AnsprUche 7 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Verfahren in einem 
kontinuierlichen Prozess in Rolle-zu-Rolle Ver- 

5 arbeitung der zu verarbeitenden Metall- (1,10) 

und Nichtmetallschichten (2,5) durch Zusam- 
menfuhren auf eine Rolle durchgefuhrt wird. 

12. Leiterplatten, hergestellt mit Leiterfolien ge- 
io mass einem der AnsprUche 1 bis 9, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Leiterfolien durch 
eine intermediate Schicht, eines elektrisch 
nichtleitenden Verbindungsmittels (5) getrennt 
sind, dass mindestens eine Leiterfolie (1) auf 

75 mindestens einer Seite (V) zonenweise aufplat- 

tiert ist, dass die andere Leiterfolie (10) so auf 
die Leiterfolie (1) mit den vorgearbeiteten 
Durchplattierungen (4,4') aufgebracht ist, dass 
die Leiterfolien Uber diese vorbereiteten Durch- 

20 plattierungen (4,4*) verbunden und die Restzo- 

nen sind eine Leiterfolie (10) aufgebracht sind, 
wobei die vorbereiteten Durchplattierungen 
(4,4') die Schicht Verbindungsmittel (5) durch- 
dringen, wodurch zwei Leiterfolien (1,10) an 

25 vorgesehenen Stellen (15,15*) elektrisch ver- 

bunden sind. 
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